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Dimensions:
Symbol M!mmeter In_cﬂ _
Iin. Typ. IMax. hin. Typ. Max.
A, 5334 0210
41 0.281 0.015
bl 3475 3.302 3429 0.125 0.130 0.135
[+ 1524 0060
[ 0457 0.018
D 9017 0271 10. 160 [0.355 0355 0400
E TE20 0.300
E1 6223 5.350 G477 0.245 250 0.255
e 2 540 0100
L 2.921 3.302 3.810 0.115 0.130 0150
.50 9.017 3.525 0.235 0.355 0375
' v} I 12 0 7 15
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